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SU 160

Si-npn-Leistungsschalttransistor fiir Horizontalendstufen in Farbfernsehempféangern.

MaBe in mm und AnschiuBbelegung

Masse ca. 229 Kollektor am
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Grenzwerte, giiltig fir den Betriebstemperaturbereich

Kollektor-Emitter-Spitzenspannung
H!E = 10001 chln 1500V

Kollektor-Emitter-Spannung
FE = E

Kollektorstrom

Kollektorspitzenstrom

Basisspitzenstrom

Gesamtverlustleistung
f. 295°C

Sperrschichttemperatur

Betriebstemperatur



Kennwerte, bei #. = 25°C — 5K

min typ max

Kollektor-Emitter-Reststrom

U:E - 15““, U.E = 0 IE‘ES |,ﬂ1"ﬂﬁ

Kollektor-Emitter-Ourchbruchspannung

le =100 mA 700 v

Ussriceo

Emitter-Basis-Durchbruchspannung

le=10mA, lc=0 U mnieno 5 v

Kollektor-Emitter-Sattigungsspannung

le=45A,lg=2A Ucesn 50V

Basis-Emitter-Sattigungsspannung

le=45A, lzg=2A Useeat 1,5V

—_—

Kollektor-Basis-Stromverhaltnis

Uee=5V, lr=45A hae 2,25

Abfallzeit des Kollektorstromes

lm = 44.5.#.

lgens = 1,8 A t 1,018

L=10mH

Bestellbezeichnung: Transistor SU 160 Information 0682
elektronik
export-import
Volkseigener Auenhandeisbetriaby
der Deutschen Demokratischen Republik |

vebk gleichrichterwerk DDA - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6
stahnsdorf Haus der Elektroindustrie

irm vebh kombinat mikroelektronik Talefon: 2180 -Tu_hu: 114721

DDR 1533 Srahnsdort. Riklidader Wea
Teles 015220 laleion 680 Pkl T



= eleErorik '

SU 160 / BU 208

npn-Si-power switching transistor for horizontal deflection
circuits in colour television sets

Dimensions in mm and terminals
weightc.22 g
Collector at case

C
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B
a

from June 1383

Maximum ratings (; = —10... +120°C)

Collector-emitter peak voltage
Ree = 100 ()

Collector-emitter voltage
|a =0

Collector current
Peak collector current
Peak base current

Total power dissipation
t. = 95°C

Junction temperature

Ambient temperature




Characteristics (1, = 25°C — 5K)

Collector-emitter
cut-off current
UEE = 15(]':' "\i", UBE = EI ICES

Collector-emitter breakdown voltage
le = 100 mA Uieniceo

Emitter-base breakdown voltage
le=10mA,lc=0 U grieeo

Collector-emitter saturation voltage
le=45A,1g=2A Ucgsat

Base-emitter saturation voltage
'||: = 4,5 A., 15 =2A UEEsﬂt

Static value of the

common-emitter forward current

transfer ratio

U[;E =b V, lE =45 A hZ‘tE

Fall time
ICBI‘Id = 4r5 A|l' IBI!I'II:I = 1,8 Al L ol 1D uH t{

700

2,25

max.

5,0 v

Denotation for ordering: Transistor SU 160
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